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n 型 GaNへの Mgイオン注入による pn接合の形成 
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[はじめに] SiやSiCデバイスの導電層形成にはイオン注入法が広く用いられているが、GaN

ではイオン注入によるp型層の形成が困難とされてきた。近年、サファイアやSiC基板上に

成長させたGaNへのMgイオン注入の報告があるが、未だpn接合の形成や評価については論

じられていない。我々は昨年、高品質なGaN自立基板上のn-GaNエピタキシャル層へMgイ

オン注入を行い、整流性やEL発光の確認を報告した。今回は注入ダメージの低減を実施し、

オン電圧の低下などを試みた。 

[実験] Mgイオンを30, 60keVの注入エネルギーでそれぞれ3.5×10
13

, 6 .5×10
13

cm
-2のドーズ

量で2重注入した。Mgのピーク濃度が約2×10
19

cm
-3となるような設計である。注入後、保護

膜としてSiNを堆積させ窒素雰囲気中で約1230℃で1分間の熱処理を行った。 

[結果] 図1は77KでのPLスペクトルであり、MOVPE法で成長させたp-GaN層のスペクトル

と非常に類似した結果が得られた。図2はMgイオン注入により作製したダイオードの順方向

I-V特性であり、今回、約1Vのオン電圧の低下ができた。また、順方向特性の測定時にUV

と青緑色の発光も確認できたため、イオン注入によるpn接合の品質改善ができた。 

なお、本研究は環境省「未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーシ

ョン事業」の委託をうけてなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図1 Mg イオン注入層のPLスペクトル        図2 pnダイオードのI-V特性 
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